PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL PLANAR
TRANSISTORS PNP SILICIUM, PLANAR EPITAXIAUX

*BC 415
BC 416

3k Preferred device
Dispositif recommandé

-30V BC 415
—45V BC 416

~100 mA

The BC 415 and BC 418 are very low noise
transistors intended for input stages in audio
. frequency amplifiers. Vceo

Le BC 415 et le BC 416 sont dles transistors & trés

faible bruit destinés aux étages d'entrée dans les am- |c

plificateurs BF,
h21 E(—2 I'\'IA)
F(30...15 kHz)
Vn(10...50 Hz)

Maximum power dissipation

110...850 BC 415
110...480 BC 416
2dB max.

0,11 uV max.

Plastic case F 139 B — See outline drawing CB-76 on last pages

Dissipation de puissance maximale Boftier plastique Voir dessin coté CB-76 derniéres pages
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Weight: 0,3g.
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ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T p=+25°C (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION am (Sauf indications contraires)

BC 415 BC 416
Collector-base voltage
Tension collecteur-base VCBO —45 -50 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-démetteur Veeo ~30 —45 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO -5 -5 v
Collector current
Courant collecteur IC —100 =100 mA
Base current 1 _
Courant base B 50 -50 mA
Power dissipation _
Dissipation de puissance Tamb = 25°C Piot 300 300 mw
Junction temperature 3
Température de jonction T, 150 150 °C
Storage temperature min. T —~ 65 - 65 °C
Température de stockage max stg +150 +150 °C
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BC 415, BC 416

STATIC CHARACTERISTICS Tamb=25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES am {Sauf indications contraires)
Test conditions
Conditions de mesure Min. Typ. Mex.

Collector-base cut-off current Veg= —30V IcBO 02 ~15 nA

Courant résiduel collecteur-bese g = o

Emitter-base cut-off current Veg= —4V ‘eBO ~0,2-15 nA

Courant résiduel émetteurbese Ic = 0
I~ =-10mA
C =

Collector-emitter saturation voitage '8 " ~0smA V. 1w ™

Tension de i 00 mA CEsat
lg =100m 250 600 mv
g = 5 mA
1~ = —10mA
c =
g = —05mA 700 —800 mV

Base-emitter saturation voitage v

A BEsat

Tension de saturation base-émetteur | 100 mA
c —~800 Y
g = -5 mA
Vap= =5V

CE .
I =1 0 pA 520 mV
. Vap= =5V

Base-emitter voltage CE V, —

Tension base-¢metteur g =-—1001A BE 560 mv
Veg= 5V —B00 —620 =750 mv
|C = —2 mA

BC415A| 40 90

BC 416 A| 40 90
Veg= -8V BC415B| 100 190
g = -10 uA BC416B| 100 190

BCA415C| 100 270

Static forward current transfer ratio

Valeur statique du rapport de transfert h2 1E

direct du courant BC415 Al 100 180 220

BC 416 A| 100 180 220
Veg= -5V BC416B| 200 290 480
Ic = -2 mA BC416B| 200 200 480
BC415C| 420 6520 800 ‘
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BC 415, BC 416

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) T - 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) amb (Sauf indications contraires)
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Transition frequency Veg= -5V
Fréquence de transition |C = —10 mA fT 300 MHz
Veg=—10V
Collector depletion layer capacitance | |~ _ g c 4 pF
Capacité de transition du collecteur E TC
f =1MHz
Vee= -5V
Noise figure lc =—200uA
Facteur de bruit RG = 2k§2 F 122 dB
f =30...15000 Hz
Vop=5V
Equivalent noise voltage |C = 200¢A \% on uv
Tension équivalente de bruit sur /a base Rx =2k n !
f =10...50 Hz
BC415A| 1,2 27 45 k2
Vo= —BV BC416A| 1.2 27 45 [&Y)
Input impedance | CE_ 2mA h BC415B| 3 45 85 Kk
Impédance d'entrée ¢ =—<ém e BC416B| 3 45 85 k$2
f =1kHz
BC415C| 6 87 15 kQ
BC416 A 3 10':
Vere -5V BC 416 A 3 iy
Reverse voltage transfer ratio . CE™ —2mA hy2 BC4158B 3,5 10'4
Rapport de transfert inverse de Ia tension fC = ] k: € BC 416 8B 3.5 10°
= z
BC415C 4 104
BC415A| 125 220 260
Vocs -5V BC416 A| 125 220 260
Forward current transfer ratio 1 CE_ _2mA hy BC415B|{ 240 330 500
Rapport de transfert direct du courant fC - 1kH & BC416B| 240 330 500
= z
BC415C| 450 600 900
L
i BC 415 A 26 50 1S
Veg= -5V BC 416 A 25 50 us
Output admittance ) c = —2mA hooe BC 415B 3% 70 us
Admittance de sortie C - |BC4168B 35 70 us
f = 1kHz
| BC415C 50 100 uS
THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES
I
Junction-ambient thermal resistance | Rth(i-a) 420 °C/W
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